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はじめに 細胞膜における高度な情報伝達を担うイオンチャネルは、創薬における主要な開発タ

ーゲットである。特に近年、human ether-a-go-go-related gene（hERG）チャネルに対する致死性の

薬物副作用の問題から、創薬分野においてイオンチャネル電流を high-throughput に評価すること

の重要性が高まっている。チャネル電流評価系の一つとして、人工脂質二分子膜にイオンチャネ

ルを包埋した人工細胞膜が挙げられる。これまでにも、我々は、高効率薬物スクリーニング系と

して、シリコン（Si）チップを支持体とする人工細胞膜アレイを報告してきたが [1]、その膜形成

には、不揮発性有機溶媒のヘキサデカンを必要としていた [1]。有機溶剤の存在は、水溶液中の薬

物濃度の制御を困難にするため、有機溶剤を必要としない Solvent-free な膜系の構築が望ましい。

一方、最近、我々は支持体エッジ構造の最適化により、Solvent-freeでも安定に形成できる人工細

胞膜の構築に成功した [2]。本研究では、この Solvent-free な人工細胞膜をアレイ系へと展開し、

薬物副作用評価系として機能するか検討したので、今回の講演にて報告する。 

実験 φ40 μmの微小孔を有する 3 × 3 mm四方の Siチップ 16枚を、シランカップリング剤で疎水

化した後、新たに設計・作製したテフロン製のチャンバーに装着した。チャンバーは 16個の独立

したウェルが 4 × 4の正方形状に配列した構造となっている。Folding 法により全 16ウェルに亘っ

て Solvent-freeな脂質二分子膜を同時に形成させた上で、hERG チャネルを含むプロテオリポソー

ムを各ウェル内の片側のバッファー水溶液にピペッティングにより添加した。添加された水溶液

側に挿入された Ag/AgCl電極と、形成膜を挟んで反対側の水溶液に挿入された共通 Ag/AgCl電極

との間を流れる電流の計測により、チャネル電流の並列記録を試みた。 

結果・考察 はじめに、Folding法により形成された膜のうち、全体の 8割を超える膜がチャネル

電流記録に必要な水準の高抵抗（>1 GΩ）を有していることが分かった。これらの膜に hERG チ

ャネルを包埋した結果、複数のウェルから、シングルチャネル電流を含む hERG チャネル電流を

記録することに成功した。観測されたチャネル電流は、hERG チャネルの特異的阻害剤である

E-4031 の添加によって、いずれも完全に抑制された。これらの結果は、hERG チャネルが、本ア

レイにおける Solvent-free な脂質二分子膜へ包埋されたことを示唆するものであり、本マイクロア

レイ評価系の高効率スクリーニング法への展開が期待される。 
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